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F. STERMA, B. JAKOWLEW: Badania procesu zageszczania i wlasnosci spiekanej pod cisnjeniem cera-
- miki korundowej— Al,Q,

Przedstawiono wyniki badan wptywu parametrow technologicznych spiekania ceramiki korundowe;j
{Al,O;) pod cisnieniem na jej wiasnosci fizyczne, mechaniczne i strukturalne. Ustalono szereg zaleznosci,
ktore zostaty potwierdzone doswiadczeniami.

P. NIKOLIC, S. VUJATOVIC, P. MIHAJLOVIC: Optyczne wlasnosci pofprzewodnikowych zwiazkow i sto-
pow IV-V/

W artykule opisano metode otrzymywania monokrystalicznych zwigzkow potprzewodnikowych i sto-
pow: SnS, GeS, GeSe i SnSe.

Wykonano pomiary stopnia odbicia w dalekiej podczerwieni, w zakresie widma 10-450 cm™'. State
optyczne wyznaczono za pomoca metody Kramersa-Kroniga, przy czym postuzono sie rowniez metoda
fitowania. Rozpatrzono rowniez oddziatywanie plazmon-fonon w danym zakresie.

M. DEMIANIUK, J. ZMIJA: Otrzymywanie monokrysztatéw CdS i ZnS z substancji stopionych pod cisnie-
niem oraz niektore wfasnosci monokrystalicznych roztworow statych CdS-ZnS

W pracy opisano badania nad technologiag monokrystalizacji CdS i ZnS oraz ich roztworow statych z sub-
stancji stopionych pod cisnieniem metoda Bridgmana. Omodwiono charakterystyczne defekty wys tepu-
jace w tych krysztatach. Przedstawiono model mechanizmu wzrostu wyjasniajacy tworzenie karmatow
wtracen i, ujemnych krysztatow'’ oraz linii niejednorodnej dwojtomnosci w krysztatach ZnS. Podano nie-
ktore wtasnosci fizyczne monokrystalicznych roztworow statych CdS-ZnS otrzymywanych ze stopionych
mieszanin siarczku kadmu i cynku oraz stopionych mieszanin siarczku kadmu z metalicznym cynlkiem
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&.CTEPMA, 6. AKOBNEB: Yccnedosarue enuAHUA NPOUECCOE CNEKaHus noo daeneHuem Ha ceolicmea
KopyHooeol kepomMuku — Al,O;

MNpeacraeneHsl peaynbTaTbl MCCNEAOBAHWA BIIMAHWMA TEXHONOIMWU CNEKAHWA KOPYHAOBOW KEpaMMWKu
(Al,05) noa aaenenneM Ha eé uanyeckme, MexaHW4YECKMe U CTPyKTypHble cBoicTea. OnpeaeneHo
3KCNEePUMEHTANbHLIM NYTEM LEfblid PAA NAaPaMeTpPoB 3TON KePaMUKW.

fl. HUKONWY, C. BYATOBMY, M. MUXANUNOBWUY: Onmuveckue ceodcmea nomynpoeooHuKo8biX coe-
duHeHul u cnnaeos (V-V/

B pa6orte onucaH cnocob npuroToBneHMA MOHOKPUCTaNIMYECKUX NONYNPOBOAHNKOBbIX COEANHEHNA U
cnnaeos: SnS, GeS, GeSe, SnSe.

MposeaeHo U3MepeHUe OTPAXKEHWA B OTAANEHHON YacTh cnekTpa B avanasoHe 10 + 450 cm™'. OnTuye-
CKWe NocToAHHbIE onpeaeneHbl MeTtoaoM Kpamepc-KpoHnurosoro aHanvaa, a Takyke v NpoLeccoM puTo-
BaHWA. PacCMOTPEHO Takke B3auMOAENCTEME NNasMaH-GQOHOH B AaHHOM AMana3oHe.

M. DEMAHIOK, WU. XKMWA: MMonyvenue moHokpucmarinoe CdS u ZnS u3 sewecme cniaeneHHsix noo
oaeneHueM KOK U HEKOMOPbIE ceolcmea MOHOKPUCMAannuyeckux meeposix pacmeopoe CdS-ZnS

B npeacrasrneHHomn cTaThe oNucaHbl MeToAbl NO TEXHONOrMK MOoHOoKpucTannmnaaummk CdS n ZnS kak u nx
TBEpPAbIX PacTBOPOB M3 BEUIECTB CNNABNEHHbIX NOA AasneHnem metoaoM bpuoxmena.
MpeacrtasneHbl xapakTepucrtuueckne aedekTsl BbicTynaloime a atux kpuctannax. OnucaHa moaens me
xaHW3Ma pocTa 06bAcHAIOILaA o6pa3oBaHMe KaHaNnoB BKIIOYEHWA U OTPULIATENbHBIX KPUCTANMOB KakK 1
NUHWN HEOAHOPOAHOrO ABYNPENOMIIEHNA B KpucTannax ZnS.

Mpeactasnexbr HeKOTOpbIE XapakTepucTUYeckne puanyeckne cBONCTBA MOHOKPMCTANNMYeckux Teep-
Abix pacteopoe CdS-ZnS nonyyeHHbIX M3 cNNaBneHHbIX CMecen CynbdUAOB KaaMUA U LMHKA, KAk U
CNNaeBnNeHHbIX CMeceu cynbduua KaaMUA ¢ METANNMYECKAM LIMHKOM.
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F.STERMA, B. JAKOWLEW: Studies on densification process and properties of hot pressed alumina ce-
ramics — Al,0,

Resuits of studies on influence of alumina (Al,O3) hot pressing parameters on its physical, mechancal
and structural properties are presented. A serie of relations have been developed and confirmed during
a/m tests.

P. NIKOLIC, S. VUJATOVIC, P. MIHAJLOVIC: Optical properties of semiconductor compounds and alloys
V-vi

This paper presents a method of manufacturing single crystals of semiconductor compounds and alloys
such as: SnS, GeS, GeSe and SnSe. Reflection coefficient in far infrared has been measured in the spec-
tral range 10-450 cm™'. Optical constants were established by Kramers-Kronig method, and fitting was
applied. Plasmon-phonon interaction in the given range was also considered.

M. DEMIANIUK, J. ZMIJA: Growth of single crystals of CdS and ZnS from the substances fused under
pressure and some properties of single crystals solid solution CdS-ZnS

The investigation of the monocrystalization technology CdS and Zn$S and theirs solid solutions from the
substances fused under pressure by Bridgman method is described. The model of growth mechanism
explaining the formation of inclusion channel and ,,negative crystals” as well as the line of heteroge-
neous double refraction in ZnS crystals are described. Some characteristic physical properties of the mo-
nokrystals solid solutions CdS-ZnS received from the fused mixture of cadmium - and zinc sulphides
and fused mixtures of cadmium sulphide with metallic zinc are also given.



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu uvlatwienia prac redakeyjnych zwiqzanych z przygotowaniem materiaty do druku redakeja prosi Autordw
o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1. Objetotci artykuléw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10~15 stron maszynopisu.

2. Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interliniq /co drugi
wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duzq czcionkq. Na arkuszu nie powinno byé wigcej niz 31
wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane.

3. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny byé umieszczone rysunki i tabele.

4, Wszystkie tabele i zestawienia /unika¢ zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobno /nie w maszynopisie catego
artykutu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowa¢ kolejno. U géry kazdej tabeli poda¢
tytut objasniajqcy.

5. Artykuly nalezy nadsyla¢ w 4 egzemplarzach; powinny by¢ dolqczone do nich krétkie streszczenia w jezyku
polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/,

6. Artykuly powinny w zasadzie by¢ podzielone logicznie na czeéci, a w czesci koficowe] winny by¢ sformulo-
wane wnioski. Tytuléw rozdzialéw nie nalezy podkresla¢, W miare moznosci unika¢ podziatu artykutu no
oddzielnie zatytulowane czesci.

7. Rysunki powinny byé nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zalqczone oddzielnie
w usztywnionej kopercie, Spisy rysunkéw zawierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzqdzaé
oddzielnie /niezaleznie od tekstu artykuléw/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywaé na przezro-
czystej kalce drukarskiej.

8. Fotografie powinny byé& ostre i wykonane no bialym blyszczqcym papierze fotograficznym. Numery fotografii
i powigkszenie nalezy podawaé na odwrocie - otéwkiem. Numeraciq nalezy objqé rysunki i fotografie tqcz-
nie /nie stosowaé oddzielnej numeracii dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

9. Po zakoficzeniu artykutu nalezy poda¢ wykaz literatury, wymieniajqc kolejno nazwisko autora i pierwsze
litery imion, petny tytut dziela lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualnie numer strony . Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w tekscie powotania na nu-
mer pozycji w nawiasach kwadratowych, rp. [ 1].

10, Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczef wielkoéci we wzorach itp. powin-
ny byé zgodne z terminologiq przyjetq przez Polskie Normy, Migdzynarodowy Uklad Miar /51/ oraz z in-
nymi obowiqzujqcymi przepisami.

11. Maszynopis powinien byé bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na
stronie nie powinno by¢ wiecej niz 5.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych skrétéw,
korekty stylistycznej itp.

13. Fakt nadestania pracy do wydrukowania w "Materiatach Elektronicznych" uwazany jest za réwnoznaczny
z ofwiadczeniem Autora, e praco nie byla drukowano ani wystana do drukowania w zadnym innym czaso-
pismie krajowym lub zagranicznym.

14, Autorzy proszeni sq o dokladne podawanie adresu i numeru telefonu celem latwiejszego porozumiewania si¢
i ewentualnego przestania naleznego honorarium.



OSRODEK NAUKOWO - PRODUKCYJNY
MATERIALOW POLPRZEWODNIKOWYCH
WARSZAWA, ul. Konstruktorska 6





